ASIGNATURA : CIENCIAS DE MATERIALES
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PRERREQUISITO : MATEMATICAS ESPECIALES Il

ADSCRITA A: UNIDAD ACADEMICA: INGENIERIA ELECTRONICA
DIVISION/SECCION/DEPARTAMENTO: INGENIERIA ELECTRONZA

. OBJETIVOS:
[I. PROGRAMA SINTETICO (SYLLABUS)
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Fundamentos de Fisica Cuantica

Mecanica Cuantica

Solidos

Estadisticas de electrones y huecos en los Sedhictores

Mecanismos de Dispersion de Portadores de Cargeionalmente Fenomenos Cinéticos
los semiconductores

Generacion y recombinacion de portadores de eargasequilibrio

Difusion y deriva de portadores de carga en dégd®ep

[ll. METODOLOGIA: RECURSOS:
V. EVALUACION:
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VI. PROGRAMA ANALITICO:

Cap. 1
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Fundamentos de la Fisica Cuantica

Introduccién (Dinamica Relativista)

Radiacion Electrmagnética. Espectros

Emision Fotoeléctrica

Fotones

Dispersion de radiacion por electrones libffeste Compton
Produccion de pares

Estados estacionarios. Evidencia experimentakthdos estacionarios
Interaccion de la radiacion con la materia

Particulas y campos de de Broglie

Particulas y paquetes de ondas

Principio de indeterminacion de Heisemberg f@posicion y el momentum
La relacion de indeterminacion para el tiemf@oenergia



Cap. 2 Mecanica Cuantica

2.1 Introduccién. Funcion de onda y densidad dbahitidad

2.2 Ecuacion de Schrodinger dependiente del tiempo

2.3 Ecuacion de Shrodinger independiente del tiempo

2.4 Particulas en un potencial escalon, una cgpi@acial finita e infinita

2.5 Niveles de energia y funciones de onda en gener

2.6 Oscilador armonico

2.7 Penetracion a través de una barrera de pdtdgigato tunel

2.8 Probabilidad de transicion y reglas de seleccio

2.9  Teoria formal de la mecanica cuantica

Cap. 3 Solidos. Fundamentos de la teoria de las Bias en Semiconductores
3.1 Introduccién. Tipo de solidos

3.2  Teorema de Bloch

3.3 Ecuacion de schrodinger para el cristal. Eletoode Kronig-Penney

3.4  Aproximacion monoelectronica. Aproximacion tectones firmemente ligados
3.5 Numero de estados en la banda permisible. deBaillouin

3.6 Movimiento de electrones en el cristal por@tcie un campo eléctrico

3.7 Masa efectiva de portadores de carga

3.8 Estructura de banda de energia de algunos@@ictores. Teoria elemental de niveles

locales.

Cap. 4 Estadistica de Electrones y Huecos en lo:v#eonductores

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

Introduccion. Densidad de estados cuanticos

Funcion, distribucion de Fermi-Dirac

Grado de llenado de los niveles de impurezasscéhtracion de electrones y huecos
Semiconductor extrinseco. Semiconductor iredns

Posicion de nivel de Fermi en funcion de laceotracion de impurezas y de la temperatura
para semiconductor no degenerado. Posicion dedeveermi en funcion de la temperatura
para semiconductor no degenerado con impurezeiglpaente compensadas.

Bandas de impurezas

Cap. 5 Mecanismos de Dispersion de Portadores der@a en los Semiconductores

5.1
5.2
5.2
5.3
5.4

Ecuacion cinética de Boltzmann. Estado de ibgoil Tiempo de relajacion
Seccion eficaz de dispersion. Tipos de cedigatispersion

Dispersion por iones de impurezas

Dispersiones por atomos de impurezas y dismues

Oscilaciones térmicas de atomos en una rednamngdional.

Dispersion por oscilaciones térmicas

Nota: La unidad siguiente (Unidad 5a) es optativa e profesor dictara dependiendo de las
necesidades del curso

Unidad 5a. Fendmenos Cinéticos en Semiconductores

5a.1l
5a.2
5a.3
5a.4

Conductividad eléctrica en los semicondustore

Mobilidad de los portadores en funcion deraperatura

Efecto Hall, Fendmenos Termoeléctricos. Erpamio de Haynes-Shockley
Fenomenos de transporte en campos intensos

Cap. 6 Generacion y Recombinaciones de Portadores @arga en Desequilibrio

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Portadores de carga en equilibrio y desequailibr

Generacion luminosa bipolar de portadores dgca

Generacion monopolar. Tiempo de relajacion ervixll

Tipos de recombinacién. Recombinacion por cagtieentre bandas
Recombinacién por choque entre bandas



6.6

Recombinacion de portadores de carga por céatcaptura

Cap. 7 Difusion y Deriva de Portadores de Carga edesequilibrio

7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

Ecuacion de continuidad

Corriente de difusion y deriva

Relacion de Einstein

Difusion y Deriva de Portadores de Carga eadiekbrio en el caso de conduccion
monopolar

Movimiento de portadores de carga minoritarios.



